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前　　言

　　ＧＢ１３５３９《低压熔断器》预计分为五个部分：

———第１部分：基本要求；

———第２部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工业的熔断器）标准化熔断器系统示

例Ａ至Ｉ；

———第３部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求（主要用于家用和类似用途的熔断器）标准化

熔断器系统示例Ａ至Ｆ；

———第４部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求；

———第５部分：低压熔断器应用指南。

本部分为ＧＢ１３５３９的第４部分，本部分等同采用ＩＥＣ６０２６９４：２００６《低压熔断器　第４部分：半导

体设备保护用熔断体的补充要求》（英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言和引言；

———删除原表、图及部分条款下的编辑性注释；

———原７．４中倒数第二行“熔体不应熔化”疑有误，改为“熔断体不应熔断”；

———原图１０２“约定试验装置举例”中右图上标③疑有误，改为②。

本部分与ＧＢ１３５３９．１—２００８一起使用。本部分的条款号与ＧＢ１３５３９．１相对应。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３５３９．４—２００５《低压熔断器　第４部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求》

和ＧＢ／Ｔ１３５３９．７—２００５《低压熔断器　第４部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求　第１至３篇：

标准化熔断体示例》。本部分主要由原ＧＢ／Ｔ１３５３９．４及ＧＢ／Ｔ１３５３９．７全部内容合并而成。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３５３９．４—２００５和ＧＢ／Ｔ１３５３９．７—２００５相比主要变化如下：

———原ＧＢ／Ｔ１３５３９．４—２００５中附录Ａ规范性附录改为资料性附录，原附录Ｂ资料性附录改为规

范性附录；原ＧＢ／Ｔ１３５３９．７—２００５内容改为本部分附录Ｃ内容；

———图Ｃ．２表中原“Ｆ最大值”改为“Ｆ名义值”；

———图Ｃ．７表中最后一栏 Ｈ最大值倒数第６行，原为“０．４”，现改为“３３．４”。

本部分的附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国熔断器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４０）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分参加起草单位：上海电器陶瓷厂有限公司、西安西整熔断器厂、浙江西熔电气有限公司、人民

电器集团有限公司、乐清市沪熔特种熔断器有限公司。

本部分主要起草人：季慧玉、吴庆云。

本部分参加起草人：林海鸥、刘双库、李全安、郎建才、黄章武、郑爱国。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１３５３９．４—１９９２、ＧＢ／Ｔ１３５３９．４—２００５；

———ＧＢ／Ｔ１３５３９．７—２００５。
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低压熔断器　第４部分：

半导体设备保护用熔断体的补充要求

１　总则

除ＧＢ１３５３９．１—２００８规定外，补充下列要求。

半导体设备保护用的熔断体应符合ＧＢ１３５３９．１—２００８的所有要求，下文中没有另外指明的，也应

符合本部分规定的补充要求。

１．１　范围和目的

本部分的补充要求适用于安装在具有半导体装置的设备上的熔断体，该熔断体适用于标称电压不

超过交流１０００Ｖ或直流１５００Ｖ的电路。如适用，还可用于更高的标称电压的电路。

注１：此类熔断体通常称为“半导体熔断体”。

注２：在多数情况下，组合设备的一部分可用作熔断器底座。由于设备的多样性，难以作出一般的规定；组合设备是

否适合作熔断器底座，应由用户与制造厂协商。但是，如果采用独立的熔断器底座或熔断器支持件，他们应符

合ＧＢ１３５３９．１—２００８的相关要求。

本部分的目的是确定半导体熔断体的特性，从而在相同尺寸的前提下，可以用具有相同特性的其他

型式的熔断体替换半导体熔断体。因此，本部分中特别规定了：

ａ）　熔断体的下列特性：

１）　额定值；

２）　正常工作时的温升；

３）　耗散功率；

４）　时间电流特性；

５）　分断能力；

６）　截断电流特性和犐
２狋特性；

７）　电弧电压极限值。

ｂ）　验证熔断体特性的型式试验；

ｃ）　熔断体标志；

ｄ）　应提供的技术数据（见附录Ｂ）。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３５３９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ３２１—２００５　优先数和优先数系（ＩＳＯ３：１９７３，ＩＤＴ）

ＧＢ１３５３９．１—２００８　低压熔断器　第１部分：基本要求（ＩＥＣ６０２６９１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３５３９．２—２００８　低压熔断器　第２部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工

业的熔断器）标准化熔断器系统示例Ａ至Ｉ（ＩＥＣ６０２６９２：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１３５３９．３—２００８　低压熔断器　第３部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求（主要用于家

用和类似用途的熔断器）标准化熔断器系统示例Ａ至Ｆ（ＩＥＣ６０２６９３：２００６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０４１７　设备用图形符号

１

犌犅／犜１３５３９．４—２００９／犐犈犆６０２６９４：２００６




